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Introducéo

Materiais semicondutores sdo classificados de
acordo com sua capacidade de conduzir corrente elétrica,
sendo esta maior em semicondutores do que em isolantes
e menor se comparados a condutores.

De acordo com a mecénica quéantica, a incidéncia
de luz sobre um material faz com que elétrons da camada
de valéncia desse material saltem para um nivel mais
energético (banda de conducdo) para entdo sofrerem
recombinacgdo, retornando a um estado menos energético
e emitindo fotons durante esse processo.

Este projeto de iniciagéo cientifica baseia-se na
caracterizacdo de propriedades 6ticas e de spin de novos
materiais semicondutores InGaAsN .

Deseja-se investigar o efeito de incorporagéo de N
na estrutura de banda e propriedades Oticas e de spin
desses materiais. Esses materiais sdo usualmente
crescidos em baixas temperaturas, o que resulta em uma
incorporagdo importante de defeitos nesses sistemas.
Alguns desses defeitos resultam na obteng&o de um filtro
de spin a temperatura ambiente e sem campo magnético,
0 que € interessante para possiveis aplicacbes em
spintrénica. Nesse trabalho, investigamos as propriedades
de pocos quéanticos duplos de InGaAsN/GaAs.

Resultados e Discusséao

Na primeira parte do projeto objetivou-se
caracterizar amostras semicondutoras InGaAsN/GaAs com
pocos quéanticos duplos de diferentes tamanhos com e
sem tratamento térmico.

As medidas foram realizadas utilizando um laser
com comprimento de onda ajustado em 442nm. As
amostras foram posicionadas dentro de uma camara com
vacuo e resfriada por um criostato. Foi acoplado um
detetor de germénio ao espectrébmetro, o qual necessitava
ser resfriado com nitrogénio liquido. Um chopper em
conjunto com lock-in foi utilizado para reduzir a influéncia
de ruidos (Figura 1).

Os pardmetros relevantes foram a poténcia
incidente na amostra, controlada por um filtro de
densidade neutra, e a temperatura da amostra, ajustada
por um controlador ligado ao criostato.

Os espectros (graficos da intensidade luminosa da
emissdo da amostra em funcdo do comprimento de onda)
possuiam sempre dois picos de emissdo, cada um
respectivo a um pog¢o quéntico da amostra em particular.
Dependendo da temperatura da amostra, contudo, alguns
dos picos eram de dificil identificacdo devido a ruidos
externos. A posicdo dos picos de emissao é fortemente
afetada por efeitos de localizacdo de portadores devido a
alta incorporacéo de defeitos nesses sistemas

A temperatura minima na qual foi possivel realizar
medicOes era de cerca de 15K. Ao aumenta-la, constatou-
se que o0s picos de emissdo deslocavam-se para
comprimentos de onda diferentes, além da diminuicdo da
emissdo de alguns dos pocos. Neste trabalho
investigamos esse efeito e interpretamos nossos dados
levando-se em conta efeitos de localizacdo de éxcitons e
variagdo do “gap” de energia do semicondutor com a
temperatura.

A segunda parte do projeto, na qual pretende-se
excitar amostras dopadas no nitrogénio com luz polarizada
circularmente, ainda esta em  desenvolvimento.
Realizamos alguns testes preliminares e obtivemos um
valor importante de polarizacdo de spin em temperatura
ambiente na auséncia de campo magnético. Observamos
também que a polarizagdo de spin aumenta
consideravelmente com o tratamento térmico. Os dados
preliminares ainda estdo em fase de analise.

Figura 1. Montagem experimental de fotoluminescéncia no

Laboratério de Otica e Magneto-Otica do Depto. de Fisica
da UFSCar.
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Conclusbes
A caracterizacdo de pogos quanticos de
INnGaAsN/GaAs por fotoluminescéncia é importante para
investigar diversas propriedades desses materiais. Em
particular, evidenciamos efeitos importantes de localizacédo
de éxcitons por defeitos incorporados nas amostras nas
condicdes de crescimento de baixa temperatura.
Verificamos que esses defeitos tem um papel importante
para obtencdo de filtros de spin por defeitos nesses
sistemas.
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